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 キラルネマチック液晶  (N*-LC) を化学重合の不斉液晶反応場として用いることで、へリ




















ついて研究を実施し、その結果をまとめたものであり、序論、本論 （第 1 章～第 6 章）、および
結論からなる。 
 
第 1 編 (第 1 章−第 2 章) では、温度により巻き方向を制御できる N*-LC 中での、芳香族高分子
の不斉合成およびアキラル共役系高分子へのキラル転写を実施した。 
 第 1 章では、低温で左巻きを誘起するキラルドーパント[(S)-DCB] と、高温で右巻きを誘起する
キラルドーパント[(S)-PCH308*] の 2 種類のキラルドーパントを、高温ネマチック液晶 [PCH3E02] 
に添加することで、高温領域でキラル反転する N*-LC を調製した。この N*-LC を不斉液晶反応場
として用い、低温および高温でポリビチエニレンフェニレン[Poly(bithienylenephenylene), PBTP] の合
成を行うことで、誘起されたらせんの巻き方向を重合温度により制御した。円偏光二色性  (CD) と
円偏光発光(CPL) の測定結果により、低温で重合した PBTP は左巻き、高温で重合した PBTP は
右巻きのヘリカル π スタッキング構造を有していることが示された。これにより、芳香族共役系高
分子のらせん構造の巻き方向を重合温度のみで制御できることを明らかにした。 
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とを明らかにした。 
 
第 2 編 (第 3 章−第 4 章) では、様々な液晶相を示す液晶性イオン液体（LCIL）を合成し、LCIL
へのキラルドーパントの添加によりキラル誘起を実現した。また、電解重合において、誘起 N*
相を呈する LCIL を溶媒に用いることで、通常の支持電解質を用いることなく、ヘリカル
PEDOT を合成できることを明らかにした。  
 第  3 章では、極性のシアノビフェニル(Cyanobiphenyl, CB)と、非極性のフェニルシクロ
ヘキシル (Phenylcyclohexyl, PCH) 系メソゲン基を、イミダゾリウム環の両サイドに導入す
ることで、様々な液晶相を示す新規 LCIL を合成した。この LCIL に、強いらせん誘起力と
母液晶への相溶性を持つ軸不斉キラルドーパントを添加することで、N* 相を示す LCILを
調製した。  
 第  4 章では、N* 相を示す LCILをキラル支持電解質として用いて、3,4-エチレンジオキ
シチオフェン (EDOT) 二量体モノマーの電解重合を行った。R-体または S-体のキラルドー
パントを添加した LCIL をそれぞれ反応場として用いることで、合成したヘリカル PEDOT
フィルムは、反応場のキラリティーに応じて異符号のコットン効果を示した。また、ヘリ
カル PEDOT フィルムは LCIL反応場の指紋状模様と同様のモルフォロジーを有しているこ
とがわかった。  
 
第 3 編 (第 5 章−第 6 章) では、新規のローバンドギャップ型共役系高分子を合成し、その
光学的および電気化学的性質を評価した。  
 第  5 章では、ポリチエニレンメチン [Poly(thienylenemethine)] 誘導体に、キノイド構造
を共鳴安定化させるターフェニレン(Terphenylene) 部位やターチオフェン(Terthiophene) 部
位を導入して、ポリマーの光学的および電気化学的性質を評価した。  































2. 温度により可逆的にキラル反転するキラルネマチック (N*-LC)に RGB 色の発光性
芳香族共役系共重合体を溶解させ、N*-LC からアキラルな共重合体へのキラル反転を



















の学位論文として価値あるものと認める。また、平成 27 年 2 月 21 日、論文内容とそれ
に関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たして
いることを確認し、合格と認めた。  
 なお、本論文は、京都大学学位規程第 14条第 2項に該当するものと判断し、公表に際しては、
当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。 
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